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<背景と目的> 
半導体電極による水分解は，水と光という無尽蔵な原料を用いて再生可能エネルギー
である水素燃料を製造する技術として有用である．TiO2を用いた本多藤嶋効果をはじ
め，様々な半導体に関して電極材料として検討が行われたが，電極溶解や応答波長な
どの問題で太陽光による高効率な水分解電極は実現していない．GaN系半導体はp型が
作製可能で，電子親和力が比較的小さく，伝導帯端が水素発生電位より高く、光で励起
された電子が水の還元に十分なエネルギーを得られる．さらに，InGaN混晶を用いると太
陽光中の可視域を利用可能となる．本研究の目的は，GaN系半導体(p-GaN,p-InGaN)
電極の基本的な電極特性の解明，及び可視光照射による高効率水分解電極の実現で
ある．その過程で，電極表面からの散乱光を用い水分解過程のその場観察を試みた． 
<実験結果と考察> 
これまで，次のような結果が得られた． 
1. p-GaN電極の紫外光励起によるカソード方
向光電流観測と水分解水素生成． 
2. 光電流が経時的に減少する電極劣化と、
その原因が活性化した表面付近のMgアク
セプタのパッシベーションによると判明． 
今回，バンドギャップエネルギーが可視光
に相当するp-In0.12Ga0.88Nを使用した電極に
おいて，光電流量子効率(Incident Photon 
to Current Efficiency : IPCE)測定を行い可
視光領域でカソード方向の光電流が得られた
(図1)． 
 次に，電極表面に生じる微小水素泡を確認
する方法として，泡による励起光の散乱モニタ
ー法[1]を考案し，実際にp-InGaN電極におい
て，観測される散乱光の強度変化から水素の
発生を確認した．図2は，約10μAのカソード方
向の光電流による水素泡の発生，成長，脱離
の様子を散乱光強度変化として観測した結果
の一部である．水素泡の体積は時間に比例し
て増加するが，ディテクタに入る散乱光強度は
泡の面積に依存するため上に凸の増加関数に
なったと考えられる． 
<結論> 
p-InGaNの可視光励起で光電流を観測し， 
散乱光モニターによって水分解による水素発生 
を確認した． 
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図1 p-GaN,p-InGaNのIPCE 
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図2 散乱光強度変化 
